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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

] DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 29: Essai de verrouillage

AVANT-PROPOS

alisation
a CEl a
Hans les
Normes

1) La Gommission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mordiale
comgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natig
pour
domdi

intert Pibles au
publl ke a des
comi per. Les
orgarni hrticipent

égalg
selon

2) Les {écisi
du p

ipn (1SO),

h mesure
e la CEI

intére
3) Les agréées
comn e la CEl

s'ass| e peut pas étre tenue responsable

de I'4 quelconque utilisateur final.

4) Dans] toute la
mesy lications
natio lications
natio

5) La ( pas sa
respq

6) Tous on.

7) Aucu ipires ou
mangd Comités
natio but autre
domrj les frais
de ju El ou de

toute

8) L'attgnii
refér

{ attigée3ur les réfé&rences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
es ob atoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attgntion irée\surie’ fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuyent faire
I'objdt de dra propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenjue pour
respqnsable de ne~xpas/avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La Nomme_internationale CEl 60749-29 g &té établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

La présente norme annule et remplace I''EC/PAS 62181 publiée en 2000. Cette premiére
édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1713/FDIS 47/1724/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 29: Latch-up test

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standar mprising
all tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the electKcal an ields. To
this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International Standarg ifications,
Techpical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides las “IEC
Publigation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an terested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work nd non-
govefnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparatis 5 closely
with [the International Organization for Standardization (ISO) in ga€cordance With ‘conditions determined by
agreg¢ment between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matte . possible, an intgrnational
consensus of opinion on the relevant subjects since eac i from all
interg¢sted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recomme e any are accepted by IEC|National
Cominittees in that sense. While all reasgnable ef Orts "ar¢ € hat the technical content of IEC
Publipations is accurate, f i P jn which they are used or for any
misinterpretation by any end user

4) In order to promote international uniformi 3 nuittees undertake to apply IEC Publications
trans ir, Ratienal /and regional publications. Any diyergence
between any IEC Publicatio gional publication shall be clearly indicated in
the Igtter

5) IEC for any

equigment declared to e "
6) All ugers should
7) No ligbility shall

mempers of its technical { EC Mational Committees for any personal injury, property da
othen \ r ether direct or indirect, or for costs (including legal f
expe isi thexypublieation, /use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Publip

8) Attenti ive> references cited in this publication. Use of the referenced publid
indis S i¢ation of this publication.

9) Attentieq i ! e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
patent rights. ; st e held responsible for identifying any or all such patent rights.

International ;Sta i IEC 60749-29 has been prepared by IEC technical commit

Semicdnductor devices.

erts and
mage or
bes) and
ther IEC

ations is

ubject of

ee 47:

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62181 published in 2000. This first edition

constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1713/FDIS 47/1724/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A
cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
o



https://iecnorm.com/api/?name=9cfd713955c3f8a7dd074827754bf418

60749-29 O IEC:2003 -7-

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

@%
o
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 29: Essai de verrouillage

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEIl 60749 couvre |'essai | et les essais de verrouijllage de surtension
des cirguits intégreés.

L'essailest considéré comme destructif.

L'objet les de
verroui uillage.
Les caracterlsthues de verrounlage sont utilisées dans<a dé ati iabjilité de
produit e ] ion de
probléen

Cette méthode d'essai est essentiellem i : . S ir I’ icabilité a

d’autrep

Tel quli , le verrouillage n'est pas lig a un
mécan igue de défaillance électrique| qui se
produit|lorsqu'un dispositif : e dessai.

La clagsification du ve a Wt fonction de la température est définie e 2.1 et
les niveaux de critereg 3

2 Te
Pour le

2.1
classiffea
la classifi
verrouillage son

ytempérature d'essai de verrouillage. Les classifications d'efsai de
jes de la fagon suivante:

Classe|l\(Essai de verrouillage réalisé a température ambiante.

Classe |l — Essai de verrouillage réalisé a la température assignée ambiante maximale pour
le dispositif.

Si aucune classification n'est spécifiée, I'essai de Classe | doit étre réalisé.

NOTE La température élevée réduit la résistance au verrouillage et I'essai de Classe |l est recommandé pour des
dispositifs qui fonctionnent nécessairement a température élevée.

2.2

temps de refroidissement

période de temps entre les applications successives d'impulsions de déclenchement ou la
période de temps entre la suppression de la tension d'alimentation V,;, et l'application de
I'impulsion de déclenchement suivante (voir Figures 4, 5 et 6 ainsi que le Tableau 2.)
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 29: Latch-up test

ope and object

This part of IEC 60749 covers the I-test and the overvoltage latch-up testing of integrated

circuits|

This te

The pu
up cha
determ
Overst

This te
must b

In this
failure

The cl
level ¢

2 Te
For the

2.1

classif]
the cla
defined

Class |

Class
device

5t is classified as destructive.

ess" (EOS) failures due to latch-up.

5t method is primarily applicable to CMOS _d
b established.

ssification of latc
iteria are defined

— Latchsup testing performed at room temperature.

| & Lratch-up” testing performed at the maximum ambient rated temperature

) latch-
sed in
lectrical

ologies

lectrical

failure

ns are

for the

If no classification is specified, Class | testing shall be performed.

NOTE Elevated temperature will reduce latch-up resistance and Class Il testing is recommended for devices that

are requ

2.2

ired to operate at elevated temperature.

cool-down time
period of time between successive applications of trigger pulses or the period of time between

the removal of the 7

5, and

uppl!
6 and Table 2)

voltage and the application of the next trigger pulse (See Figures 4,
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2.4
GND (t
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tif en essai

erre)

broche(s) commune(s) ou a potentiel zéro du DEE

NOTE 1
NOTE 2

2.5

Les broches de terre ne font pas I'objet d'un essai de verrouillage.

Une broche de terre est parfois désignée 7 .

brochds d'entrée

toutes

2.6
broche
broche
que so

2.7
Ijim
couran

en polg

2.8
essail

es broches d'adresse, de contrile de données entrée, V 4 et si

s d'E/S (bi-directionnelles)

essai 1e verrouillage qui fournit des im

en ess

2.9

phéno
état d
contrai
cessati

NOTE 1
courant

devient rg

NOTE 2

de faible]i

2.10
niveau
définit

éne de verroui
ns quu@x
nte qui dédle

de faible impédance, résultant d'un ex
parasite de thyristor, persiste aprés ret

en tant

roches)

broche

cés de
rait ou

thyristor

nducteur

ries de

esvCriteres de défaillance utilisés pendant I'essai de verrouillage. Les catégo

défailla

Niveau

nce de verrouillage sont définies de la fagon suivante:

A — Critéres de défaillance définis dans le Tableau 1

Niveau B — Critéres de défaillance spéciaux. |l convient que le fournisseur donne la définition
des criteres de défaillance utilisés

2.11

logique a I'état haut
niveau dans la plus positive (moins négative) des deux gammes de niveaux logiques choisis

pour re

NOTE 1

présenter les états logiques

Pour des dispositifs numériques, un niveau de tension égal a V,;, est utilisé pour les e

verrouillage sauf indication contraire dans la spécification du dispositif.

ssais de
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2.3
DUT
device

24

under test

GND (ground)
common or zero-potential pin(s) of the DUT

NOTE 1
NOTE 2

2.5

Ground pins are not latch-up tested.

A ground pin is sometimes called V.

input
all add

2.6
1/0 (bi-
device

2.7

Isupply

total sypply current in each Vg

Table 1

2.8
|-test
latch-u

ins
ess, data-in control, V¢ and similar pins

directional) pins
pins that can be made to operate as an input or output o

pin (or pin gro| biased as indic

upply

D test that supplies positive and/negative © ulses to the pin under test

29

latch-up

state in which a low-j ' om an overstress that triggers a p|
thyristdr structu ssation of the triggering condition

NOTE 1 nt surge, an excessive rate of change of current or vd
any othef abnormal condjtion usesthe parasitic thyristor structure to become regenerative.

NOTE 2 e devjte provided that the current through the low-impedanceg
sufficien

210

level

defineqd the_faituxe eriteria psed during latch-up testing. Latch-up failure grades are def|
follows

Level A —/The failur&criteria as defined in Table 1

tate

ated in

arasitic

Itage, or

path is

ned as

Level B — Special failure criteria. Supplier should provide definition of failure criteria used

2.1

logic-high
level within the more positive (less negative) of the two ranges of logic levels chosen to
represent the logic states

NOTE 1

For digital devices, a voltage level equal to Vo

specified in the relevant specification.

is used for latch-up testing, except where otherwise
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NOTE 2 Pour les dispositifs non numériques, le niveau de tension V,;,, ou la tension de fonctionnement maximale
qui peut étre appliquée a la broche telle que définie dans la spécification du dispositif peut étre utilisé pour I'essai
de verrouillage.

212

logique a I'état bas

niveau dans la plus négative (moins positive) des deux gammes de niveaux logiques choisis
pour représenter les états logiques

NOTE 1 Pour des dispositifs numériques, le niveau de tension de masse est utilisé pour les essais de verrouillage
sauf indication dans la spécification du dispositif.

NOTE 2 Pour les dispositifs non numériques, le niveau de tension de masse ou la tension de fonctionnement
minimale qui peut étre appliquée a la broche telle que définie dans la spécification du dispositif peut étre utilisé
pour I'essai de verrouillage.

213
Valim Maximale
tension de fonctionnement maximale pour un fonctionnement au

performpance

ons de

NOTE 1| La tension maximale n'est pas la tension maximale absolue auxdessus<g 3 un dpommage
permaneént est probable.

NOTE 2| Le qualificatif 'maximale’ se référe a I'amplitude de la tensic égative.

214
brochg sans connexion
broche|qui peut étre sans connexion j
cablagé externe sans perturber la fon

pour le

NOTE | convient que toutes les broches «san hdant les

essais d¢ verrouillage.

2.15
I,jim NOmMinale (1,,,)
couranf d'alimentation

brochep) en polarisan

upe de
ui

2.16
brochd de sortie
broche
pendar

ormale

types de

2.17
broche
broche|d‘un-dispositif qui a été placée dans un état ou une condition défini(e) (impgdance
d'entrég,de sortie, haute impédance, etc.) en appliquant les vecteurs de commande au DEE

2.18

essai de dispositifs dynamiques

essai de déclenchement de verrouillage d'un dispositif dans un état stable connu, a la
fréquence d'horloge assignée minimale appliquée au dispositif (voir 4.2.3 pour les conditions
spécifiées)

2.19

conditions d'essai

la température d'essai, la tension d'alimentation, les limites de courant, les limites de tension,
la fréquence d'horloge, les tensions de polarisation d'entrée et les vecteurs de précondition-
nement appliqués au DEE pendant I'essai de verrouillage
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NOTE 2 For non-digital devices, V), voltage level or the maximum operating voltage that can be applied to that
pin as defined in the relevant specification may be used for latch-up testing.

212

logic-low

level within the more negative (less positive) of the two ranges of logic levels chosen to
represent the logic states

NOTE 1 For digital devices, ground voltage level is used for latch-up testing, except where specified in the
relevant specification.

NOTE 2 For non-digital devices, ground voltage level or the minimum operating voltage that can be applied to that
pin as defined in the relevant specification may be used for latch-up testing.

213
maximlt.lm Vsupmy
maximym operating voltage for operation within performance specificati

NOTE 1| The maximum voltage is not the absolute maximum voltage beyoné
likely.

inage is

NOTE 2| Maximum refers to the magnitude of Vg, and can be either positive or nega

214
no connect pin
pin that has no internal connection and that can b€ wiring

withouf disturbing the function of the device

NOTE Al “no connect” pins should be left in ar

2.15
nominal Ig, 501y (Inom)

measufed dc supply current for each
temperpture as defined in €

he test

2.16
output|pin

device |pin that gehera
operatipn of the deyice

NOTE Output pins, th in amepen (floating) state during testing of other pin types, are latch-up tested.

normal

2.17
precon
device |pirithat d in a defined state or condition (input, output, high impgdance,
etc.) by i

2.18
testind of dynamic devices
latch-up_frigger testing of a device in a known stable state, at the minimum-rated clock
frequency applied to the device (see 4.2.3 for specified conditions)

2.19

test condition

test temperature, supply voltage, current limits, voltage limits, clock frequency, input bias
voltages, and preconditioning vectors applied to the DUT during the latch-up test
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2.20

broche d'entrée liée au temps

broche telle qu'un oscillateur de cristal d'horloge, un circuit de pompe de charge, etc., exigée
pour placer le DEE en mode de fonctionnement normal

NOTE Le cas échéant, les signaux de rythmes nécessaires peuvent étre appliqués par le testeur de verrouillage,
I'équipement externe et/ou les composants externes.

2.21

impulsion de déclenchement
impulsion positive ou négative de courant (essail) ou impulsion positive ou négative de
tension (essai de surtension d'alimentation 7,;,) appliquée & toute broche en essai pour
essaye, dinduire le \/nrrmlillagn (\/nir les Figllrne 4 5 et R)

2.22
durée gde déclenchement
durée d'une impulsion appliquée a partir d'une source de déclenchemen ir-Ki 4,5 et

6 ainsi|que le Tableau 2)

2.23
brochq Vi, (ou groupe de broches)
toutes [les broches d'alimentation électrique du DF tension ext¢rne (a
I'exclugion des broches de terre), y compris les broches(dg i positif que népatif

NOTE 1| Généralement, il est permis de traite e & ioh de potentiel égal comhnme une
broche ,im (ou un groupe de broches) et de les co :

NOTE 2| Lorsque I'on forme les broches Vi, (0 g combinaison des broches I, avec
des nivejpaux de courant d'alimentation largeme ¥ ifficile la
détectiorn] des variations de courant significativ

2.24
essai de surtension V ;im
essai de verrouillage quikfoum q ION > surtension ou un niveau de surtensjon c.c.
a la brg S

2.25

niveau
niveau
niveau
I’état h

sitif. Le
bique a

2.26

niveau
niveau
bas, sauf spécification contraire (voir 2.12)

a I'état

3 Appareillage et matériel
L'appareillage nécessaire a cette méthode d'essai inclut les éléments qui suivent.

3.1 Testeur de verrouillage

Equipement d'essai capable de réaliser les essais spécifiés dans cette norme. Pour les
dispositifs exigeant des essais dynamiques, I'équipement d'essai doit étre en mesure de
fournir des signaux de synchronisation et des vecteurs de montages logiques nécessaires
pour commander les états de sortie de broches d'E/S, comme spécifié en 4.2.3. Les signaux
de synchronisation et les vecteurs logiques nécessaires peuvent étre appliqués par le testeur
de verrouillage lui-méme, I'équipement externe, et/ou les composants externes appropriés.
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2.20
timing-related input pin

pin such as clock crystal oscillator, charge pump circuit, etc., required to place the DUT in a

normal operating mode

NOTE Required timing signals may be applied by the latch-up tester, external equipment, and/or
components as appropriate.

2.21
trigger pulse

external

positive or negative current pulse (I-Test) or voltage pulse (7, ply overvoltage test) applied to

any pin under test in an attempt to induce latch-up (see Figures 4, 5 and 6)

2.22
triggen duration
duratiop of an applied pulse from the trigger source (see Figures 4,

2.23
Vsuppiy Pin (or pin group)
all Igb)f power supply and external voltage source pins (exsluding\gr

positivg- and negative-potential pins

NOTE 1| Generally, it is permissible to treat equal potential voltage sdurce p
and conrject them to one power supply.

NOTE 2| When forming Vg, pPins (or pin gfoutps),
supply cprrent levels is not recommended asthis wquld
low supplly current pins.

2.24
Vsu overvoltage test

test

2.25
Vsupply voltage

applicaple voltage
voltagd level is
specifigd (see 2.9

2.26
groung 3 :
ground| potenttal{isedk for’latch-up testing as the typical logic low level, unless ot

ng both

n group)

different
nges on

ply
IatcR-u D test that supplies YO Isover oltage d.c. level to the Vsupply pim under

Vsupply

herwise

herwise

3 Apparatus and material

The apparatus required for this test method includes the following.

3.1 Latch-up tester

Test equipment capable of performing the tests as specified in this standard. For devices
requiring dynamic testing, the test equipment shall be capable of supplying timing signals and

logic setup vectors required to control the I/O pin output states as specified in 4.2

.3. The

required timing signals and logic vectors may be applied by the latch-up tester itself, external

equipment, and/or external components as appropriate.
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3.1.1 V.

alim ©t leurs méthodes de qualification

Pour I'essai I, les tensions d’alimentation de type réception doivent étre connectées a toutes
les broches V,, comme indiqué dans la Figure 7 et la Figure 8 et les caractéristiques
transitoires doivent étre qualifiées comme indiqué a la Figure 1. Les étapes de qualification
sont les suivantes:

a) Connecter la tension d’alimentation (par exemple 5V, 3,3 V) a la broche V. La valeur
de la tension peut étre stipulée dans la spécification du dispositif.

b) Appliquer les impulsions positive et négative d’'une source de déclenchement de 200 mA
et mesurer leur effet sur la forme d’onde de tension apparaissant sur I'oscilloscope.

c) La : de la
tension d’alimentation.
[SOUI'CS
4>
Broche Vgjim
Source de déclenchement \A
R
O
Broche en essai
Support de\DEE Valim 1
ou équivale
\/ Vers l'oscilloscope
N
Brochr\det re \ )
La valeur g&'R ( ifiée dans le document d’approvisionnement.
L’impédane ehtré
IEC 2483/03
3.1.2
Les ¢ aracté-
ristiqu pes de
qualification sont e
s d'une

a) Le eommtutatet etan erme,—apphcue resS— M PUTSToNsS—POS as—ethegative
source de déclenchement de 200 mA et mesurer sa forme d’onde stabilisée. La forme
d’onde stabilisée doit satisfaire aux exigences du Tableau 1.

b) Aprés établissement du niveau de tension et ouverture de S1, appliquer les impulsions
positives et négatives de la source de déclenchement de 100 mA et mesurer la forme
d’onde de tension. La forme d’onde de tension pendant I'établissement du niveau de
tension doit étre comprise entre 90 % et 110 % du niveau d’'établissement du niveau de
tension.
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3.1.1 V.

supply and their qualification method

For the I-test, sink type voltage power supplies shall be connected to all Vsupply pins as shown
in Figure 7 and Figure 8, and the transient characteristics shall be qualified as shown in
Figure 1. The qualification steps are as follows:

a) Connect the supply voltage (e.g. 5V, 3,3 V) to the Vsupply pin. The value of voltage may

be specified in the relevant specification.
b) Apply positive and negative pulses from the 200 mA trigger source, and measure their

effect on the voltage waveform shown on the oscilloscope.
c) Theg voltage measured by the oscilloscope shall be within 90 % to 110 % the| supply

volfage.

[source
. < >
Vsupply PIN
Trigger source \A
Voltage
R orbb
8
Pin under test
DUT socke Vsupply 1
or equivalént _
% = To oscilloscope
d.in the applicable procurement document.
sSejfoscope is over 10 kQ.
IEC 2483/03
upply qualification circuit

3.1.2 e < alification method
The elgctricalcha eristics of the trigger source including its transient characteristi¢s shall
be qualified;as shown in Figure 2. The qualification steps are as follows:

a)

With switch S1 closed, apply positive and negative pulses from the 200 mA trigger source,
and measure its current waveform. The current waveform shall satisfy the requirements of
Table 1.

After setting the voltage clamp level and opening S1, apply positive and negative pulses
from the 100 mA trigger source and measure its voltage waveform. The voltage waveform
during the working voltage clamp shall be within 90 % to 110 % of the voltage clamp
setting level.
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Source de déclenchement

Sonde de
Support de DEE A/tenS|on
ou équivalent
S1
O
Broche en essai /V
R

Vers l'oscilloscope

Broche de terre /V

La valeur de R (par exemple 50 Q) est spécifiée dans le document d’approvisioptfierse
L’'impédance d’entrée de la sonde de tension et de 'oscilloscope est > 10 kQ.

C 2484/03

1ent
3.2 E
Testeuf i iti calis , i gt paramétriques complets
du disp aeifi
33 §
Equipe L inten F & la température de fonctionhement
maximale stipulée dans Ia : itff_pendant I'essai de verrouillage
4 Pr

Un grg rs dispositifs (par exemple six) doit étre sounis aux
essais efrowjlls ant I'essail et l'essai de surtension 7V, . L'utilisatipn d'un
nouvegu grov i pour chaque type d'essai de verrouillage (essai | et/op essai
de surfe dgalement acceptable. Tous les dispositifs devant étre soumis a
I'essai Willage~doivent avoir réussi les essais paramétriques et fonctionnels.

Avant g/Vverrouillage, il convient de vérifier la continuité du dispositif gans le
suppor pour éviter de fausses défaillances de verrounlage Le dlagramme d'edsai de
verroui |agc doit&treconforme—<+ta rlgwc I—tesdispositifs= eSsayet doivent—_&tre—soumis
aux conditions d'essai du Tableau 1 et du Tableau 2. On doit laisser ouvertes (flottantes)
toutes les broches «sans connexion» sur le DEE a tous moments. Toutes les broches sur le
DEE, a l'exception des broches «sans connexion» et des broches liées au temps, doivent
faire I'objet de I'essai de verrouillage. Les broches d'entrée, de sortie et configurables E/S
doivent étre essayées avec l'essail et les broches V7, doivent étre soumises a l'essai de
surtension. Les broches E/S doivent étre essayées dans tous les états de fonctionnement
possibles ou bien I'état de fonctionnement présentant le cas le plus défavorable (générale-
ment la haute impédance pour les broches configurables E/S et les broches de sortie).
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Trigger source

Voltage

DUT socket N probe
or equivalent

S1
O

Pin of DUT socket /V

To oscilloscope

GND pin /

Value of R (e.g. 50 Q) is specified in the applicable specification.
Input impedance of voltage probe and oscilloscope is over 10 kQ.

C 2484/03
3.2 Automated test equipment (ATE)
A devite tester capable of performing gtric testing of the
specifig¢d in the relevant specification.
3.3 Heat source
Equipment capable of 3t i DUT at the maximum op
temperpture specified in i

4 Pr

41

A samg

VSU
ply
and/or

passed ‘

Before
latch-u
tested

S hall be subjected to latch-up testing using the |-t
se of a new sample group for each latch-up test type

latch-upstesting, the device continuity in the socket should be checked to avo
b failures. ¢ latch-up test flow shall be as shown in Figure 3. The device
shall be subjected to the test conditions specified in Table 1 and Table 2.

device

erating

bst and
(I-test,

d false
5 to be
All “no

connec

2 H 41 (= = 1 [T Lok L1 . 3\ 4 [T AL : 41 (=]
U PSS UIT UIc DU T SiTdil U TCTU UPTTT (TTUAallltiy ) at ait tiies. Al PInTS Ul Uic U

T, with

the exception of “no connect” pins and timing related pins, shall be latch-up tested. The input,
output and configurable 1/O pins shall be tested with the I-test and the Vsupply pins test
the overvoltage test. I/0 pins shall be tested in all possible operating states or the worst case
operating state (typically high impedance for configurable 1/0 pins and output pins).

ed with
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Des dispositifs dynamiques doivent étre essayés conformément a 4.2.3. Lorsqu'un dispositif
est d'une complexité telle que les essais de toutes les broches configurables E/S dans la
condition du cas le plus défavorable ne sont pas réalisables, il convient que le dispositif soit
conditionné avec un ensemble de vecteurs représentatifs du fonctionnement type du dispositif
déterminé par décision d'ingénierie. Lorsqu'une broche E/S ne peut pas étre essayée dans
I'état de haute impédance, elle doit étre essayée dans un état logique valable. Les broches
non essayées et les broches qui ne pourraient pas étre complétement essayées doivent étre
enregistrées comme spécifié en 4.2.5 et |'utilisateur doit étre informé du nombre de broches
E/S qui n'ont pas été essayées ou essayées dans tous les états. Aprés les essais de verrouil-
lage, tous les dispositifs doivent satisfaire aux criteres de défaillance spécifiés a I'Article 5.

4.2 Procédure d'essai de verrouillage détaillée

4.21 Essai l
L’essaill doit étre réalisé comme suit:

a) Led dispositifs doivent étre soumis a I'essai | comme indiqué™a ! 4 ¢t 5, et
dars les Tableaux 1 et 2.

b) Polpriser le DEE comme indiqué a la Figure 7. Toute S S ¢ e, Yy compris les
brophes E/S bidirectionnelles dans un état d'entpé : 3 Ce, non

utilisées pour le préconditionnement des broches i gtre liees a Vg fopy au
niVJ; ifi é nt étre
es 5 5 ‘ a l'état
hadt pour préconditionner le DEE btat de
logique haut; : s pour
préconditionner le DEE peuvent > S e bas).
Laig Mesurer Ia”m nominale (Inon) pour
cha >3) a ce stade.

c) Appli 3clg couygant pos tif (selon le Tableau 1 pour une durée
spécifiée dans le Table i

d) Apnés que Irc \ 3 4 été retirée, restituer la broche en essaila I'état
ou lelle était avar pplication de Impulsion de déclenchement, et mesurer I, pour

e dg\groches). Si un I, quelconque est supérieur pu égal
e specifiés dans la définition 2.10, le verrouillage s'est prpduit et
DEE. Si le verrouillage s'est produit, arréter I'efsai; le
de verrouillage. En utilisant un nouveau dispositif, rejvenir a

e) ire (voir
ant les
f) es E/S

bldlrectlonnelles) dans un etat d' entree ou un etat de haute |mpedance non utlllsees pour
le préconditionnement des broches E/S liées au niveau de masse.

g) Polariser le DEE comme indiqué a la Figure 8. Toutes les broches d'entrée (y compris les
broches E/S bidirectionnelles dans un état d’entrée ou de haute impédance) qui ne sont
pas utilisées pour le préconditionnement des broches d'E/S doivent étre liées au niveau
de tension V, stipulé dans la spécification du dispositif (en notant les exceptions
indiquées a I'étape b)).

h) Appliquer la source de déclenchement de courant négatif en dessous de la terre (selon le
Tableau 1 pour une durée spécifiée dans le Tableau 2) a la broche en essai.

i) Aprés que la source de déclenchement a été retirée, ramener la broche en essai a I'état
ou elle était avant I'application de l'impulsion de déclenchement, et mesurer I, pour
chaque broche V,, (ou groupe de broches). Si une valeur quelconque de I, est
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Dynamic devices shall be tested according to 4.2.3. When a device is sufficiently complex that
testing of all configurable 1/O pins in the worst case condition is not practicable, the device
should be conditioned with a set of vectors representative of the typical operation of the
device as determined by engineering judgement. When an /O pin cannot be tested in the high
impedance state, the 1/O shall be tested in a valid logic state. Untested pins and pins that
could not be completely tested shall be recorded as specified in 4.2.5 and the user shall be
informed of all I/O pins that were not tested or tested in all states. After latch-up testing, all
devices shall pass the criteria specified in Clause 5.

4.2 Detailed latch-up test procedure

4.2.1 I-test

The I-tJast shall be performed as follows:

a) The devices shall be subjected to the I-test as indicated in Figufe Tables

1 aphd 2.

b) Biap the DUT as indicated in Figure 7. All input pins, mclu' i ins in an
input state or high impedance state, not used for precon i i be tied
to the Vg voltage level specified. Input pins used fo sted in
the|r deflnedystate (pins that are tied to a logic-hig the DUT cjan only
be tested in the logic-high state; pins that are tig 3 i w_level to precondition the

he test
pin{or pin group, see 2.23) at

DUl can only be tested in the logic-low sta
ten{perature. Measure nominal /g4
thig time.

c) Apply the positive current trigger (actording & duration as specified ip Table
2) tp the pin under test.

d) After the trigger source.has been r d pin under test to the state itfwas in
befpre the application(of the tfigge ewand measure the I, for each 7, y|Pin (or
pinf group). If any, Ig o1y 8 qual to the fallure criteria specfled in

def|nition 2.10, latchsup has ocurked andpawer shall be removed from the DUT. If latch-

up has occurred, ¢ as failed latch-up testing. Using a new |device,
retdrn to st

e) If latch-up has n &r thle necessary cool-down time (see Table 2),[ repeat
steps ¢) and d 3 sted (noting the exceptions stated in step b)).

f) Repeat st 3 -all input pins, including bi-directional) I/O pins in gn input
stafe or chigh~ ate, not used for preconditioning the I/O pins tied to |ground

g) Biap y iRdicated in Figure 8. All input pins, (including bi-directional 1/0O pigs in an
inppt state i fipedance state), that are not used for preconditioning the 1JO pins
sh upply voltage level specified in the relevant specification (notjng the
exgeptions stated in step b)).

h) Appty | for a

duration as speC|f|ed in Table 2) to the pin under test

i) After the trigger source has been removed, return the pin under test to the state it was in
before the application of the trigger pulse and measure the /g, for each Vg upply pin (or

pin group). If any Isupply is greater than or equal to the fallure criteria speC|f|ed in
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supérieure ou égale aux critéres de défaillance spécifiés dans la définition 2.10, le
verrouillage s’est produit et la puissance doit étre supprimée du DEE. Si le verrouillage
s'est produit, arréter I'essai; le DEE a échoué aux essais de verrouillage. En utilisant un
nouveau dispositif, revenir a I'étape a) et continuer les essais.

Si le verrouillage ne s'est pas produit, apres le temps de refroidissement nécessaire, (voir
le Tableau 2) répéter les étapes h) et i) pour toutes les broches a essayer.

k) Répéter les étapes h) a j) avec toutes les broches d'entrée, y compris les broches E/S
bidirectionnelles dans un état d'entrée ou un état de haute impédance, non utilisées pour
le préconditionnement des broches E/S liées au niveau de tension de terre ( en notant les
exceptions indiquées a I'étape b)).

4.2.2 Essai de surtension V',
L'essai|de surtension 7, doit étre réalisé sur chaque broche 7, foches)
commg indiqué ci-dessous. Pour fournir une indication réelle ur des
conditipns d'essai données, les broches d'entrée configurées otat haut
doiven{ demeurer au niveau de tension V,,, ou dans la régior/de tagiguga X¢ | valide
comme défini dans la spécification du d|sp05|t|f (générale Srieyre\2 niveau
d'essail de surtension V). Si les niveaux de broches d ent < ' i 5 de la
région |de logique a Ietat haut valide, ant une
modificiation de nom et des données d'essai invalidey. qut et e effectué en ytilisant
des cirguits de série ou des circuits sélectionnés st(pul i i duit. Si
une déffaillance de verrouillage se produit lorsq 3 S ent en
dehors|de la région de logique a I'état ha ' utilisée
pour d¢terminer si la défaillance est 3 s illage valable ou une défaillance
causée| par un changement d'état.

a) Leq dispositifs doivent étre sou ué aux
Fighres 3 et 6, et dan

b) Polpriser le DEE com indiqué a la K . ! e, pris les
broches E/S bidirelct S S e, non
utillsées pour e pré iveau de
tenion Va” : ses pour
le préconditionemen ui sont
Iiée z VE euvent

S a un
nt étre
erature
roches,

C) liquerJa source de declenchement de ten3|on (conformement au Tableau 1 pour une

pSsai.

d) essai a

v i i im pour
chaque broche Vi, (ou groupe de broches) S| une Iyim quelconque est supérieure ou
égale aux critéres de défaillance spécifiés dans la définition 2.10, le verrouillage s’est
produit et la puissance doit étre supprimée du DEE. Si le verrouillage s'est produit, arréter
I'essai; le DEE a échoué aux essais de verrouillage. En utilisant un nouveau dispositif,
revenir a I'étape a) et continuer les essais.

e) Si le verrouillage ne s'est pas produit, aprés le temps de refroidissement nécessaire (voir
le Tableau 2), répéter les étapes b) a d). Toutes les broches d'entrée (y compris les
broches E/S bidirectionnelles dans un état d'entrée ou un état de haute impédance) qui ne
sont pas utilisées pour le préconditionnement de broches E/S doivent étre liées au niveau
de masse (en notant les exceptions indiquées a I'étape b).

f) Répéter les étapes b) a e) jusqu'a ce que chaque broche V7, (ou groupe de broches) ait

été essayée.
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Definition 2.10, latch-up has occurred and power shall be removed from the DUT. |

up has occurred, stop the test; the DUT has failed latch-up testing. Using a new
return to step a) and continue testing.

If latch-up has not occurred, after the necessary cool-down time (see Table 2),
steps h) and i) for all pins to be tested.

k)
state or high impedance state, not used for preconditioning the I/O pins tied to the
voltage level (noting the exceptions stated in step b)).

4.2.2 V.

s overvoltage test

upply

The Vg
below.

overvoltage d pe perrtormed on ea DIT OTr pPIN/grogp) a

f latch-
device,

repeat

Repeat steps h) through j) with all input pins, including bi-directional I/O pins in an input

ground

Ndicated

V
st ppl
‘Fo provide a true indication of latch-up for given test conditionsAnput pi

configured

as logi
defined
level).
state ¢
applica
failure
judgem
failure

C-high shall remain the Vg, voltage level or within the valid logic
in the relevant specification (typically greater than 70 % of
If input pin levels fall outside of the valid logic-high reg
Ausing a change in Thom and invalid test data. This tes
tion circuits or burn-in circuits specified in the rel
occurs when the input pin(s) fall outside of the v
ent shall be used to determine whether the faitu
caused by a change in state.

ighN\re
Supply @V vol
jon\ the device.ms

r ormeu, usi

The
and
Biap
inp
to the Vsyppry
pref
to {
log
DU
pin
Apf
2) 1

a) devices shall be subjected to the 7,

6 and Tables 1 and 2.
b)

~Measure nominal I

T to stabilise a supply (

(or pin group, S
ly the v

D the Vg upp,y

I om) for each

p|n under test to the
e trlgger pulse and measure the g, for each
ly is greater than or equal to the failure crlterla speq

DS D) throug d). All mput pins, (including bi- dlrectlonal I/O pins in an input {

jion as

dge test

hange
ng real
atch-up
iheering
iobn or a

igures 3

ins in an

be tied
sed for

-high level
ied to a

low the

Vsupply

in Table

state it
Vsupply
ified in
f latch-

device,

,| repeat
tate or
tied to

hig

nimpedance state), that are not used for preconditioning the 1/0 pins shall be

the ground voltage level (noting the exceptions stated in step b).

Repeat steps b) through e) until each V. Vsupply pin (or pin group) has been tested.
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4.2.3 Dispositifs dynamiques d'essai

Des dispositifs, qui pendant les conditions de fonctionnement normales ont une horloge et/ou
d'autres entrées de signaux de cadencement peuvent étre soumis a l'essai de verrouillage
d'une maniére statique comme indiqué en 4.2.1 et 4.2.2. Si le dispositif ne présente pas une
mesure I, (Ihom) Stable ou parait verrouillé, I'norloge et/ou d'autres signaux de commande
et de cadencement associés, comme défini dans la spécification du dispositif, peuvent étre
appliqués au dispositif pendant les essais de verrouillage conformément a 4.2.1 et 4.2.2. Sauf
spécification contraire, les broches d'horloge et autres broches de cadencement associées
utilisées pour placer le dispositif en un état stable ne doivent pas étre soumises a l'essai de
verrouillage lorsqu’elles sont utilisées pour stabiliser le dispositif. Le fournisseur doit tenir a
jour les registres indiquant la fagon dont a été essayé le dispositif, comme indiqué en 4.2.5.

4.2.4 Disponibilité du DEE

L'essai| de verrouillage est potentiellement destructif. Les dispositifs isé essais
de verrpuillage ne doivent ni étre utilisés ni considérés comme de i S.

4.2.5 Archivage des documents

Les dophnées doivent étre enregistrées pour chaque dg [ i inglure la
conditrIn d'essai (la fréquence d'horloge pour Sp i MNIqUE le cas éghéant)
I'ensenpble des vecteurs utilisé pour le préconditi > , la condition de
déclen¢ghement et le courant I

alim de ve ge. Le fe's ent étre enregistrégs pour

toutes proches et états de fonctionne ssayés
conformément a 4.2.3. Ces informatio nction-
nement et préciser la raison donnée po

5 Crjtéres de défaillg

Un dispositif qui échouexa un i 2 iti i idéré comme
défaillant:

a) Le fispositif n;s i

b) Le [di iti de la

spécifi

Les inf

a température d’essai si la Classe Il est sélectionnée (voir 2.1).

a) CIaEsification €

b) Niveau'des critéres de défaillance (voir 2.10)

c) Niveau logique a I'état haut maximal et niveau logique a I'état bas minimal si nécessaire
(voir 2.11, 2.12, 4.2.1 et 4.2.2).

d) Détails des critéres de défaillance si le critere de défaillance spécial B est appliqué (voir
2.10).

e) Tension ou tension d’alimentation pour la qualification des V,;,, (voir 3.1.1).
f) Valeur de la résistance R1 (voir Figure 1 de 3.1.1).

g) Valeur de la résistance R1 (voir Figure 2 de 3.1.2).

h) Détails des essais paramétriques et fonctionnels (voir 3.2 et 4.1).

i) Température maximale de fonctionnement (voir 3.3).

j) Taille de I’échantillonnage (voir 4.1).

k) Nature du préconditionnement (voir 4.2.1 et 4.2.2).
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4.2.3 Testing dynamic devices

Devices that during normal operating conditions have a clock and/or other timing signal inputs
may be latch-up tested in a static manner as indicated in 4.2.1 and 4.2.2. If the device does
not show a stable /g,y (/nom) Measurement or appears to latch up, the clock and/or other
associated timing and control signals, as defined in the relevant specification, may be applied
to the device during latch-up testing according to 4.2.1 and 4.2.2. Unless otherwise specified,
the clock pins and other associated timing pins used to place the device in a stable state shall
not be latch-up tested while being used to stabilise the device. The supplier shall maintain
records indicating how the device was tested, as indicated in 4.2.5.

4.2.4 DUT disposition

Latch-yp testing is potentially destructive. Devices used for latch-up te othe used

or congidered as saleable devices.

4.2.5 Record keeping

Data shall be recorded for each pin failure and shall 4 (clock
frequer ing, tempTrature,
trigger ed for all pins and
operati . Yhis information shall
identify

5 Fa

A devid

a) De

b) Deyice no longer
spgcification.

ice does not pas

elevant

6 Su

The fol

a) Cla
b) Leyv

c) Maxi
and

d) Det

P, 4.2.1

riteria if level B, special failure criteria, is selected (see 2.10).

I aalifiagtian (o 2.1 1
14 SUpply oo U (ST C—U 11

f) Value of resistor R1 (see Figure 1 of 3.1.1).

e) Voltage-efsupphyvo }-
g) Value of resistor R1 (see Figure 2 of 3.1.2).

h) Details of functional and parametric testing (see 3.2 and 4.1).
i) Maximum operating temperature (see 3.3).

j) Sample size (see 4.1).

k) State for preconditioning (see 4.2.1 and 4.2.2).
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I) Circuit de série ou circuit sélectionné si nécessaire (voir 4.2.2).

m) Détails des dispositifs dynamiques d’essai si le verrouillage doit étre effectué dans des
conditions dynamiques (voir 4.2.3).

n) Exigences I/V, paramétriques ou fonctionnelles (voir Article 5).

Tableau 1 — Matrice d'essai 2

Conditions
Polarité de des Température Conditions
Classe Type déclenche- broches d'F:assai Condition de d'essai de Critéres de
d'essai d'entrée o Vai déclen- défaillance
ment (*¥2 °C) alim
non chement 9
essayées b
Logique a
Positive I’état haut
Voir Figure7 | Logique a
Essai | I'état bas Tension d
Logique & fonct_ion?e ent
L I'état haut maximale pqur
Negative Température
Voir Figure 8 | | ogique & ambiante
I’état bas
Logique a Car cterlstllque
i I'état haut aximaie
Essal c_je - absolue ou
surtension | Voir Figure 9 > 1 5 x v
de V4im Logique 2 , max. Vajim
I’état ba selon le plus 1,4 X Iom
faible ¢ du Inom
Logique a ;“%:‘":
iti I'état h ( +( Inom 100 MA P
Positive etat hau ( /nom mA) plup élevé f
o ou1,5x1I,,n
Voir Figure, Logi a selon le plus
I'eéfat ba . éleve d
Essai | Tension de
Lo g|q b o fonctionnement ~100 mA ou
Néglative \tat m ambjante de rr;1aX|maIe POUr |05 x 1,5, selon
I ir Figure 8 fopetion- | N@due Groupe |0 s elevé en
ue a de broche Vgim .
tat ement selon la amplitude ¢
maximale scificati __
o specification Caractéristique
\% e du dispositif maximale
Essai de absolue ou
surtens;j ir Rjgure.9
de ¥im ique a 1,5 x max. Vgjim
tat bas sel;)r?blle ;Zlus
N aible
a Les fonditi nchement indiquées ne sont pas significatives des conditions de déclenghement
appr les“dispositifs. Les conditions de déclenchement appropriées peuvent étre |plus ou
moing séveres: les conditions de déclenchement utilisées dans les essais différent de ce tapleau, il
faut que lés conditi de déclenchement utilisées soient définies dans les résultats d'essai.
b Les niveatix de tension Vaim €t de tension de masse doivent étre appliquées comme niveaux logiqueq a I’état

haut et a T'état bas, sauf exigence contraire dans [a spécification du dispositif. Dans [e cas d un dispositif non
numérique, les niveaux logiques doivent étre interprétés comme les plus appropriés de V,;,, de la tension de
masse ou des valeurs minimale et maximale qui peuvent étre appliquées a la broche.

¢ Courant écrété a (I,,,, + 100 mA) ou 1,5 x I,,,,, en utilisant la plus grande des deux valeurs (se reporter a 2.13
pour la définition de Vi, max).

4 Tension écrétée a 1,5 x max. de la logique a I'état haut.
€ Tension écrétée a —0,5 x max. de la logique a I'état haut.

Si la condition d'essai de déclenchement atteint la limite d'écrétage de tension ou de courant et que le
verrouillage n'a pas eu lieu, la broche passe l'essai de verrouillage avec succés. Voir I'Article 5 pour la
définition de défaillance compléte.

9 La valeur I, utilisée pour le calcul du courant de déclenchement se référe a la broche ¥V, (ou groupe de
broches) qui alimente la broche E/S a essayer.
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I) Real application circuit or burn-in circuit if necessary (see 4.2.2).

m) Details of testing dynamic devices if latch-up test is to be performed in a dynamic
condition (see 4.2.3).

n) Functional, parametric or I/V requirements (see Clause 5).
Table 1 - Test Matrix®
. Condition Test . .
Class | ¢ooe | polanty | Of untested | temperature | - ewpp | (CREEINS | CRCES
yp P y input pins® (¥2 °C)
Logic
o +( I +100mA)
T usoétévc nrgn or 11 X Ino_m
Figure 7 Logic whjshever is
low
|-Test Maximum
Logic operating
; . voltage fi
Negatlve high Room each Vg,
ee ; temperature ®
Figure 8 Logic P
low
Logic \?}solute
Vsupply . aximum
over- See high rating or
voltage Figure 9 Logic 5 x max Veyppy | 14 % Jnom
test whichever is ]
low lower® o fnom
} [~ +10 mA
Logic
Positive high < +(nom +100mA) whichever
Seo or _1,5 X lno_m is greater
Figure ogic \\)\/ whichever is
greater
lo
|-Test [\ Maximum
Ogl\ Maximum v%rl)ggg?gr —100 mA or
gae hi mbient each 7, 0,5 x Inom
I e . - " supply whichever is
; operating pin group .
gure ¢ : greater in
temperature according to ) e
low device magnitude
. specification
Logic Absolute
Vsufply . maximum
er ee high rating or
voltage gure Logic 1,5 x max Vypply
st >\ whichever is
low lower®
a8 The {rigger conWerein are not indicative of appropriate trigger conditions for all devices. Appfopriate
trigger conditions may be more or less stringent. When trigger conditions used in testing differ from th|s table,
the tfiggef conditions used must be defined in the test results.

b The Vsuooy VOltage level and ground voltage level shall be applied as the logic high level and logic low level

¢ Current clamped at (/o + 100 mA) or 1,5 x I,,, whichever is greater (refer to 2.13 for max ¥

unless otherwise specified in the relevant specification. In the context of a non-digital device, logic levels shall
be interpreted as the most appropriate of V., VOltage, ground voltage or the specified minimum or
maximum that may be applied to the pin.

upply definition).

4 Voltage clamped at 1,5 x max. logic high.

¢ Voltage clamped at —0,5 x max. logic high.

If the trigger test condition reaches the voltage or current clamp limit and latch-up has not occurred, the pin
passes the latch-up test. See Clause 5 for complete failure definition.

9 The I,,m value used for the trigger current calculation relates to the Vg, PiN (or pin group) that supplies the

I/0 pin being tested.
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Dispositifs en essai ATE a

soumettre a I'essai
de verrouillage

DEE

60749-29 O CEI:2003

Echec de I'essai de
verrouillage* du
dispositif

Essai |

Echoué

Réussi

Essai de surtension
V.

alim

/
Echoué u

9,

<\ Reéussi

N

Dispositifs enessaibATE
apré ess@/ rouilla

X

N—J
EMe’

sussite de l'essai de
rrouillage du
dispositif

icqbon de Iy, dépasse les critéres de défaillance de 2.10.

Echec de I'essai de
verrouillage*
du dispositif

IEC 2485/(
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ATE test devices to be
latch-up tested

Device failed
latch-up test*

DUT
|-test
Fail @ivi(%d\
t - &
Pass <\l\ "R
Vsupply Overvoltage \>
test

Fail

o‘

ailure criteria in 2.10

a

/é st\devices
TS

\\/

0

Figure 3 — Latch-up test flow

Device failed
latch-up test*

IEC 2485,
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Valim Max. ; -
+(Inom + 100 MA) 0U + 1,5% Inom %
Terre selon la plus grande des deux %
Broch valeurs .
roche Vi :
am 10S% TOS 4
90 %
Niveau de tension
A 10 %
de Valim s TOS
5
K > — » [«
/'l t—i| |« f < &l -
Terre _,"
Broche en essai
T2 T3 T4 T5T6 T7
2485103

Temps Opération

T1 - T2| Mesurer I i, nominal (Iom)

T4 - T7| Temps de refroidissement (f;4)

T4 - T5| Temps d'attente avant la mesure de

T5 Mesurer 1,im

T6 Si une I, = aux critéres de défaill
retirer la puissance du DEE.

NOTE [le temps d'attente est g

et a la stabilisation de I, .

Fig

9,

Igéclenchement
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Time

T - T2

T4 - T7

T4 - T5

T5

T6

NOTE

Max. Vsupply

- 31 -

’

—

Vsupply Pin

Vsupply Voltage level

+(Ihom + 100 mA) or + 1,5x Inom

whichever is greater

1052

.o

\
.
Y

| PR,

TOS

T0S

I 90 %

10 %

GND

Pin under test

T

Operation

Measure nominal Isupply

Cool down time (z.,.,)

Wait time prior to [Supply

Measure Isupply

If any Isupply > the failure criteria( defin

be removed from DUT.

(7

measurem

T2 T3
Itrigger

nom)

nt

T4 T5T6

T7

IE(

2486

p has occurred and power must

pply ramp down and stabilization of /

supply*
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Valim max. ;
—100 MA 0U=0,5% Inom %,
Terre ,." selon la plus grande des \
—_ deux valeurs N
Broche Vgjim > If > > tr
. ;TOS
Tension de terre
] = A - 10 %
Broche en essai
1\ §T0s
T T2 T3 T4 T5T6 T7
Idéclenchement IE %/03

Temps Opération

T1 - T2 Mesurer 1,i, nominal (I;,om)

T4 - T7 Temps de refroidissement (7

T4 - T5 Temps d'attente avant la mesure

T5 Mesurer I, im

T6 Si une I, = aux critéres de defaill défini , le verrouillage a eu lieu et il

faut retirer la puiss

NOTE Ie temps d'attente est suffisa

et a la stabilisation de I,

o

pour perrettretle retopw/aux conditions initiales de I'alimentation ¢lectrique

Formedd‘onde d'essai pour lI'essai | négatif
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Time

T1 - T2

T4 - T7

T4 - T5

T5

T6

NOTE

- 33—
Max. Vsupply
—100 mA or =0,5% Inom %
GN /.' whichever is greater \\
Vsupply Pin "> i > > Iy
T
Ground voltage level v oS
. - A E 10 %
Pin under test
E - 90 %
] ___T0s
T T2 T3 T4 T5T6 T7
I .
trigger . 350/03

Operation

Measure nominal I, .\ (Inom)

Cool down time (7.,,)) Inom

Wait time prior to /

supply measurement

Measure Isupply

If any Isuppl > the failure criteriandefine
be removedyfrom DUT.

Mp has og¢curred and power must

W and stabilization of Igopy-
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